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Хранение данных является одним из основных элементов цепочки информационных технологий от генерации данных до их передачи, хранения, совместного использования и обработки. Чтобы сопровождать развитие технологий, необходимо повысить производительность хранения информации. Передача информации оптическими средствами весьма желательна из-за практически неограниченной полосы пропускания и возможности мультиплексирования [1]. Тем не менее, проблемы с остаточными перекрестными помехами и скоростью фотонов затрудняют их захват в компактном устройстве. Полностью оптические устройства памяти следующего поколения и системы на их основе могут быть реализованы с помощью халькогенидных материалов и их сплавов, которые основаны на обратимом преобразовании между неупорядоченным аморфным и упорядоченным кристаллическим состояниями материала, вызванным локальным воздействием: посредством лазерных или электрических импульсов.
[bookmark: _Hlk156303639]Широко исследуемыми халькогенидными материалами в технологии памяти на основе фазоизменяемых материалов (ФИМ) являются сплавы семейства Ge-Sb-Te, в частности Ge2Sb2Te5 (GST). Для приборного применения огромный интерес представляет высокий контраст оптических и электрических свойств ФИМ между их аморфным и кристаллическим состояниями. Этот контраст, в первую очередь, обусловлен существенным различием в структурном порядке, количеством валентных электронов, концентраций носителей заряда и механизмов химической связи [2, 3]. Несмотря на широкое применение, оптимальные условия для протекания фазовых переходов под действием импульсного лазерного излучения надежно не установлены [4]. В литературных данных существуют разногласия в отношении оптимальных значений параметров воздействующего лазерного излучения (длительность и энергия импульса, пространственное и временное распределение), посредством которых может быть инициирован и контролируем фазовый переход, не ясен механизм протекания фазовых переходов, особенно при воздействии ультракоротких лазерных импульсов [5]. Интенсивный фемтосекундный лазерный импульс может возбуждать высокие концентрации электронов и дырок в материале, индуцируя неравновесные состояния и делает достижимыми нетепловые фазовые трансформации [6].
В работе представлены экспериментальные результаты исследования фазовых переходов в тонких пленках GST под действием лазерного излучения фемтосекундной длительности. На основании этого исследования возможно прогнозирование модуляции коэффициентов оптического пропускания и отражения [7]. Исследование изменения структуры образцов тонких пленок, осуществлялось методом рентгеновской дифракции (XRD) на рентгеновском порошковом дифрактометре (CuKα - излучение).
Результаты экспериментов показали, что динамика изменения контраста оптических коэффициентов, имеет два временных участка: резкий скачок контраста отражения/пропускания и его медленную релаксацию. Такое поведение можно описать как сложным процессом перестеклования поверхностного слоя пленки, так и резким увеличением концентрации фотоиндуцированных носителей заряда. Исследование структуры образцов пленок продемонстрировали образование простой кубической фазы помимо известной фазы каменной соли [8]. Образование кубической структуры без вакансий, наряду с опустошением и перестройкой химических связей под действием фемтосекундных импульсов, может обеспечить быстрые фазовые трансформации за счет мартенситного сдвига атомного слоя с последующей локальной релаксацией. Представленные результаты демонстрируют, что простая кубическая фаза может играть важную роль при быстрых фазовых переходах в GST.
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